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１．概要（Summary） 

近年、半導体デバイスは微細化に伴い原子レベルの

均一性を有した膜厚 10nm 以下の薄膜を成膜することが

求められている。そのような薄膜を成膜する手法として、

原子層堆積法(Atomic Layer Deposition, ALD)が注目

されている。当研究室では種々の ALD 材料を開発して

おり、その成膜特性の確認のため、北海道大学の ALD
装置を利用し薄膜作成を行うため検討を行った。 

 
２．実験（Experimental） 

 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 
 

４．その他・特記事項（Others） 
 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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